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１．概要（Summary） 

半導体素子における浅い PN 接合を作製することを目

的としてAsイオン注入によりダイオードを試作しており、こ

の技術を用いた産業応用への展開を目指している。今回、

PN接合深さ及び注入されたAsイオン濃度の深さ方向の

プロファイルを取得し、極浅接合形成への成膜プロセス条

件を検討した。 

 

２．実験（Experimental） 

様々な条件下で作製した As イオン注入 Si を評価した。

分析評価には、産業技術総合研究所ナノプロセシング施

設(NPF)の二次イオン質量分析装置(SIMS：Secondary 

Ion Mass Spectroscopy)を用いて As イオンのプロファイ

ル取得を行った。また SIMS 測定後のサンプル表面のク

レーターを触針式段差計を用いて測定し、深さ方向のプ

ロファイルへの換算を行った。尚、得られた As イオンのプ

ロファイルを定量化する場合には標準サンプルを用いた

相対感度係数の算出が必要となる。今回は NPF 保有の

As イオン注入 Si 基板 [As 注入濃度； 5.0E+15 

(atoms/cm2)]を用い、相対感度係数の算出、定量化を行

った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 標準サンプルとして用いたNPF保有の As イオン注入

Si基板における SIMSプロファイルをFig.1に示す。また、

我々の作製した As イオン注入 Si おける SIMS プロファ

イルの一例を Fig.2 に示す。これらの評価結果より、浅い

PN接合におけるAsイオン濃度および深さに関する知見

を得た。得られた情報は当初想定していた構造とは異な

るため、更なる成膜条件の最適化が必要であることが確

認された。 

 

 

 

Fig.1 SIMS Profile of Standard Sample. 

 

 

Fig.2 SIMS profile of arsenic implanted Si wafer. 
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